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: hochleglerten Stahlen durch eine haftfeste TiN-Beschichtung. Durch das Verfahren wird die Standzeit dieser
Werkzeuge wesentlich erhéht. ErfindungsgemaR wird das dadurch erreicht, daB auf die durch lonenatzen gereinigte
Werkstiickoberflache in einer Vakuumkammer eine 400-800 nm dicke Schlcht von metallischem Titan aufgebracht
wird, in die Xenonionen einer Energie von 200~ 400 keV und Stickstoffionen einer- Energie von 30-60 keV glexchzemg

. implantiert werden. Die Strahistromstérke der Xenonionen betragt dabei nur etwa 1 % der Stromstarke des

: Stlckstofflonenstromes Die Gesamtdosis der implantierten Stickstoffionen betragt 10"7-10" lonen/cm?. Durch die
- . Edelgasionen erhélt man eine intensive Durchmischung des aufgetragenen Titans mit dem Grundwerkstoff, wodurch
‘. eine hohe Haftfestlgkent erreicht wird, wahrend durch die Implantation des Stickstoffs in der Schicht TiN gebildet
wwd was bekanntlich die hohe Verschlenl&festlgkent besntzt
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‘ﬁAnWendﬁngsgebief der Erfindung

;Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Verbésserung

' ‘der Verschleifibesténdigkeit von Werkzeugen aus hochle~

__glerten Stﬁhlen durch eine haftfeste TiNmBeschlchtungu
" Durch das Verfahren wird die Standzeit dleser Werkzeuge

 wesentlich erhtht.

':1.Charakteristik_dervbekannten technischen Losungen
Verfahren Zur Verbesserung der Verschlelﬁfestlgkeit sind
fln einer Vielzahl von Patentschriften nledergelegt. In
letzter Zeit werden neben den traditionellen Verfahren
_w1e Hirten, Borieren, Nitrieren oder Carburieren zunehmend
'Beschlchtungsverfahren (Chemical vapor deposition, phy81cal
vapor deposition, reaktives Sputtern, Plasmaspritzen u.d. )
eingesetzt, wobei eine Veredlung im unmittelbaren Ober-
_ flhchenberelch der Werkzeuge erfolgt, die zur Blldung ver-
~schlelﬁarmer Randschichten fithrt., Besonders gute Ergebnisae
bringt dabel die Beschichtung mit Titannitrid. Allerdings
'ist die Verbundstabilitdt zwischen der PiN-Randschicht und
“dem urundwerkstoff bei einer Reihe von hochleglerten Stéh=
len so gering, da8 TiN als Verschleiﬁschutz fir dlese Werk=-
‘gtoffe nur wenig geeignet ist. Die Schichten relﬁen oft vom
Grundmaterlal ab und wirken dann verschleiﬁfordernd. Seit
kurzem sind auch Ionenlmplantationsverfahren bekannt ge-
| worden, bei denen Ionen mit Energien bis zu 400 keV zur
- Verbesserung des Verschleiﬁverhaltens in ‘die Werkstoff—
',oberflache im Vakuum eingeschossen werden (DE-0S 2 703 392,
2 941 674, US~-PS 3 832 219). Auch werden hartstoffbilden~
" de Metallionen so lange implantiert, bis gich eine. diinne
Oberflichenschicht daraus ausblldet die mit Bor, Kohlen~
v'stoff oder Stickstoff umgesetzt, eine Hartstoffphase bil-~
~det (DE-O0S 23 402 823), oder man erzeugt in der Oberflache
"verschlelﬁhemmende Strukturen vom Perowsklttyp (DE-0S 3045 434}



beziehungsweiée unterstiitzt die Eindiffusion'der ver-
schlelﬁmindernden Komponenten (zum BeiSplel Sn in Titan
oder Tltanleglerungen DE-OS 3 046 695) durch den Ionen-
beschuB. Alle diese Verfahren sind entweder ‘extrem teuer ...
‘und dsher unkonomisch (zum Beispiel DE-OS 3 045 434,

2 340 282) oder sie ergeben gegenuber einer TiN-Beschlch-
tung wesentlich geringere Verschleiﬁbestandigkeiten. .

Ziel der Erfindung

Ziel der Erflndung 1st es, die VerschleiBbestandlgkeit von

: ‘Werkzeugen aus hochlegierten Stdhlen mit vertretbarem Auf-

wand zu erhdhen.
Wesen der Erfindung

Der Erfindunglliegf die Aufgabé zugrunde,‘ein Verfahren zur
Erhthung der Verschleiﬁbestandlgkelt von Werkstiicken aus
'hochlegiertem Stahl zu -chaffen, wobei auf diese Werkstiicke
‘eine verschleiBmlndernde Randschicht, die TiN .enth#lt, suf-
gebracht werden soll, die eine: wesentlich hthere  Verbund=-
stabilitdt besitzt, als durch PVD- oder CVD-Prozésse‘aufge-
brachte TiN—Randschichten. Diese Aufgabe wird dadurch ge-.
lost, daB auf die durch Ionenktzen gerelnigte Werkstuckober—
fléche in einer Vakuumkammer eine. 400-800 nm dicke Schicht
von metallischem Titan aufgebraoht wird, in die Xenonionen
_einer Energie von 200 =~ 400 keV und Stickstoffionen einer
Energie von 30 - 60 keV-gleichzeitig. implantiert werden.
Die Strahlstromstiérke der Xenonlonen betragt dabei nur etwa

1 % der Stromstérke des Stickstofflonenstromes. Die Gesamt=~-
dosis der implantierten Stickstoffionen betrhgt 107 - 1078
Ionen/cm . |

Durch die Edelgasionen erhalt man eine inten51ve ‘Durchmischung
des aufgetragenen Pitans mit dem Grundwerkstoff, wodurch ei-
he hohe Haftfestigkeit effeicht wird, wihrend durch die



Implantation des Stickstoffs in der Schicht TiN ge-
bildet wird, was bekanntlich die hohe Veréchleiﬁfeétig—f
keit‘besitZt. Durch das gleiéhzeitige Implantieren béié’
der Ionenarten erreicht man eine wesentlich groflere Ein-
dringtiefe des Stickstoffs und damit eine Verbreiterung
der T1N-Schlcht gegenhber der aufelnanderfolgenden Im-~
plantation.

- Ausfﬁhrungsbeispiel

Die Erfindung wird durch nachfolgendes Ausfithrungsbei-
spiel noch ngher erléutert,‘wobei'die Erfindung nicht

auf dieses Beispiel. beschrinkt ist. - '

Eine Scheibe aus vergitetem Stahl 210 Cr 46 mit 20 mm @

und 4 mm Dicke wurde einseitig poliert. Durch Atzen mit |
Argonionen wurde die polierte Oberfliche nochmals gereinigt,
Auf die so gesduberte Scheibe wurde in der glelchen An-
ordnung ohne Unterbrechung des Vakuums 550 nm Titan auf-
gedampft. AnschlieBSend wurden mittels einer Ionenquélle
gleichzeitig 84101' N*/cu® der Energie 60 keV und

5 1015 Xe*/cm einer Energie von 330 keV in die nit Tltan .
Abedampfte Scheibe implantiert, Der Strahlstrom des Stick-
'stoffionenstrahles wurde zur Vermeidung einer Targeterwarmung
auf 20 /uA/cm begrenzt.

Eine gleichartig veorbehandelte. Scheibe wurde nach dem Ionen—
dtzen nach dem PVD-Verfahren mit 550 nm TiN beschichtet.
Beide Scheiben wurden auf einer_Verschleiﬁprﬁfmaschlne

vom System "Stift/Scheibe" hinsichtlich ihres Verschleifi-
verhaltens getestet. Als Stift diente eine featstehende/
‘gehiirtete Stahlkugel mit 3 mm ¢, Gemessen wurde mittels
Wegaufnehmer der VolumenverschleiB fiir gleiche Belastung
der Kugel in Abhingigkeit von ihrem Reibweg auf beiden
Scheiben. Fir die implantierte Scheibe wurde der 3-fache
‘Reibweg zum Abtrag der 550 nm dicken VerschleiBschutz-
schicht benctigt. Implantiért man in eine mit 550 nm Titan

i



!

. bedampfte Scheibe nur die 8. 107 ¥*/cn®, findet man

keinen Unterschied im VerschleiBverhalten gegenuber

e der mit 550 nm TiN beschichteten Scheibe.



ErfindUngsanSpruch

‘Verfahren zur Verbesserung der VerschleiBbesténdigkeit
von Werkstlicken aus hochlegierten Stihlen dadurch ge-

© kennzeichnet, daB auf das gut gereinigte Werkstiick im

Vakuum (< 0,01 Pa) eine 400-800 nm dicke Schicht sus-
metallischem Titan aufgebracht wird und anschlieBend

in dag beschichtete Werkstiick 1077 ~ 10'® Stickstoff-
ionen/cm2 der Energie 40 - 60 keV und gleichzeitig |

' Xenonionen der Energie 200 = 600 keV implantiert werden,

 wobei das Verh#ltnis der Stromstirken von Stickstoff-

und Xenonionenstrom 5;103 - 5.102.: 1 betrageh s0ll.



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS

